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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、
　データ線と、
　前記データ線に電気的に接続されるトランジスタと、
　前記トランジスタに対応して設けられる画素電極と、
　前記データ線と前記画素電極との間に設けられるシールド層とを具備し、
　前記シールド層は、前記データ線が延在する方向及び前記データ線と交差する方向に格
子状に設けられると共に前記データ線を覆うように形成されており、
　前記データ線の下方に前記トランジスタの半導体層が設けられてなり、
　前記トランジスタ及び前記画素電極は、前記トランジスタと離間して設けられる島状の
第１中継電極と、前記第１中継電極の上方に設けられ前記第１中継電極と接続される島状
の第２中継電極と、前記第２中継電極の上方に設けられ前記第２中継電極と接続される島
状の第３中継電極とを介して接続されており、
　前記シールド層は、前記画素電極と接続する前記第３中継電極を設けるための切り欠き
部を有し、該第３中継電極及び前記シールド層は同一層として形成されており、
　前記シールド層は、アルミニウム膜のみからなる単層構造からなり、前記第３中継電極
は、アルミニウム膜からなる導電膜と、該導電膜上に積層される窒化チタン膜又はチタン
膜からなる電蝕防止膜との積層構造からなることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
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　前記切り欠き部は、前記データ線と該データ線に隣接する他のデータ線との間に形成さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記画素電極と前記第３中継電極とは、コンタクトホールを介して電気的に接続されて
おり、
　前記電蝕防止膜は、前記第３中継電極の前記コンタクトホールと重なる一部の領域にの
み設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記第２中継電極は、前記データ線と同一層からなり、
　前記データ線は、アルミニウム膜のみからなる単層構造を有し、前記第２中継電極は、
下層から窒化チタン膜からなる第１の酸化防止膜と、アルミニウムからなる導電膜と、窒
化チタン膜からなる第２の酸化防止膜との積層構造を有していることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか一つに記載の電気光学装置。
【請求項５】
　前記第１中継電極は、前記トランジスタのゲート電極と同一層からなり、
　前記第２中継電極と前記第１中継電極とは、前記第１の酸化防止膜を介して接続されて
おり、
　前記第３中継電極と前記第２中継電極とは、前記第２の酸化防止膜を介して接続されて
いることを特徴とする請求項４に記載の電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一つに記載の電気光学装置を用いて構成したことを特徴とす
る電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導体層が遮光機能を備えた電気光学装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶装置は、ガラス基板、石英基板等の２枚の基板間に液晶を封入して構成される。液
晶装置では、一方の基板に、例えば薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor、以下、Ｔ
ＦＴと称す）等の能動素子及び画素電極をマトリクス状に配置し、他方の基板に対向電極
（透明電極（ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）））を配置して、両基板間に封入した液晶層の
光学特性を画像信号に応じて変化させることで、画像表示を可能にする。
【０００３】
　能動素子を用いたアクティブマトリクス駆動方式の液晶装置等の電気光学装置において
は、縦横に夫々配列された多数の走査線（ゲート線）及びデータ線（ソース線）の各交点
に対応して、画素電極及びスイッチング素子を基板（アクティブマトリクス基板）上に設
けて構成される。
【０００４】
　ＴＦＴ素子等のスイッチング素子は、ゲート線に供給されるオン信号によってオンとな
り、ソース線を介して供給される画像信号を画素電極（透明電極（ＩＴＯ））に書込む。
これにより、画素電極と対向電極相互間の液晶層に画像信号に基づく電圧を印加して、液
晶分子の配列を変化させる。こうして、画素の透過率を変化させ、画素電極及び液晶層を
通過する光を画像信号に応じて変化させて画像表示を行う。
【０００５】
　ところで、素子基板を構成する各素子を基板上の１平面に形成した場合には、素子の占
有面積が増大し、画素電極部分の面積が小さくなって、画素開口率が低下する。そこで、
従来、各素子を複数の層に分けて形成し、各層の間に層間絶縁膜を配置する積層構造が採
用される。
【０００６】
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　即ち、素子基板は、ガラス又は石英基板上に、所定のパターンを有する半導体薄膜、絶
縁性薄膜又は導電性薄膜を積層することによって構成される。層毎に各種膜の成膜工程と
フォトリソグラフィ工程を繰り返すことによって、ＴＦＴ基板が形成されるのである。
【０００７】
　例えば、ＴＦＴ基板には、ＴＦＴ素子のチャネルを構成する半導体層、データ線等の配
線層及びＩＴＯ膜からなる画素電極層等が積層される。画素電極層は、液晶層に近接した
アクティブマトリクス基板の最上層に形成され、画素電極は、配線層を経由して半導体層
に接続される。一般的には、データ線等の配線層は例えばアルミニウムによって形成され
る。しかし、アルミニウムとＩＴＯ膜とをコンタクトホールを介して接続すると、パター
ニングに際して用いるアルカリ性の剥離液によって、ＩＴＯ膜が黒ずんでしまう電蝕が生
じてしまう。
【０００８】
　そこで、アルミニウム上に窒化チタン（ＴｉＮ）を積層した多層構造の配線層を採用す
ることで、電蝕を防止するようになっている。このような、アルミニウムと窒化チタンと
の多層構造の導電層については、特許文献１及び２等に開示されたものがある。
【０００９】
　また、導電層である例えばアルミニウム同士をコンタクトホールを介して接続する場合
には、アルミニウムの酸化作用によって、コンタクト抵抗が高くなってしまう。そこで、
この場合においても、アルミニウム配線をアルミニウムと窒化チタンとの多層構造とする
ことで、アルミニウム配線同士の接触抵抗を低減させるようになっている。
【特許文献１】特開平５－２３５３６０号公報
【特許文献２】特開平９－３０７１１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、電気光学装置においては、ＴＦＴ素子等に光が入射して誤動作することを防
止するために、遮光膜が形成される。そして、電気光学装置を多層構造で構成する場合に
は、アルミニウム等の導電層を遮光層として兼用するようになっている。これにより、入
射光だけでなく、反射光或いは乱反射した光がＴＦＴ素子等に入射することを効果的に防
止するようになっている。
【００１１】
　ところが、窒化チタンは、アルミニウム等に比して光の吸収効率が極めて高い。このた
め、窒化チタン及びアルミニウム等からなる多層構造の導電層（遮光層を含む）において
は、光が多く吸収され、基板内部で発熱が生じてしまうという問題点があった。
【００１２】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、導電層同士のコンタクト部又は
導電層とＩＴＯとのコンタクト部には電蝕防止膜又は酸化防止膜と導電膜との多層構造を
採用する一方、他の部分は少なくとも一部において単層構造にした導電層を採用すること
により、電蝕の発生を防止し接触抵抗を低減すると共に、発熱を抑制することができる電
気光学装置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る電気光学装置は、基板上に、データ線と、前記データ線に電気的に接続さ
れるトランジスタと、前記トランジスタに対応して設けられる画素電極と、前記データ線
と前記画素電極との間に設けられるシールド層とを具備し、前記シールド層は、前記デー
タ線が延在する方向及び前記データ線と交差する方向に格子状に設けられると共に前記デ
ータ線を覆うように形成されており、前記データ線の下方に前記トランジスタの半導体層
が設けられてなり、前記トランジスタ及び前記画素電極は、前記トランジスタと離間して
設けられる島状の第１中継電極と、前記第１中継電極の上方に設けられ前記第１中継電極
と接続される島状の第２中継電極と、前記第２中継電極の上方に設けられ前記第２中継電
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極と接続される島状の第３中継電極とを介して接続されており、前記シールド層は、前記
画素電極と接続する前記第３中継電極を設けるための切り欠き部を有し、該第３中継電極
及び前記シールド層は同一層として形成されており、前記シールド層は、アルミニウム膜
のみからなる単層構造からなり、前記第３中継電極は、アルミニウム膜からなる導電膜と
、該導電膜上に積層される窒化チタン膜又はチタン膜からなる電蝕防止膜との積層構造か
らなることを特徴とする。
【００１４】
　このような構成によれば、少なくとも第１の中継電極と画素電極とのコンタクト部にお
いては、第１の中継電極は導電膜上に電蝕防止膜を設けた多層構造を有する。これにより
、画素電極に電蝕が発生することが防止される。また、導電膜の全領域中の前記コンタク
ト部を含む一部の領域以外の領域は、導電膜による単層構造を有する。これにより、導電
膜に光が入射する場合でも、発熱を抑制することができる。
【００１５】
　また、前記切り欠き部は、前記データ線と該データ線に隣接する他のデータ線との間に
形成されていることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記画素電極と前記第３中継電極とは、コンタクトホールを介して電気的に接続
されており、前記電蝕防止膜は、前記第３中継電極の前記コンタクトホールと重なる一部
の領域にのみ設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　また、前記第２中継電極は、前記データ線と同一層からなり、前記データ線は、アルミ
ニウム膜のみからなる単層構造を有し、前記第２中継電極は、下層から窒化チタン膜から
なる第１の酸化防止膜と、アルミニウムからなる導電膜と、窒化チタン膜からなる第２の
酸化防止膜との積層構造を有していることを特徴とする。
【００１８】
　また、前記第１中継電極は、前記トランジスタのゲート電極と同一層からなり、前記第
２中継電極と前記第１中継電極とは、前記第１の酸化防止膜を介して接続されており、前
記第３中継電極と前記第２中継電極とは、前記第２の酸化防止膜を介して接続されている
ことを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明の参考例に係る電気光学装置の製造方法は、基板上に、データ線と、前記
データ線に電気的に接続されるトランジスタと、前記トランジスタに対応して設けられる
画素電極と、前記データ線と前記画素電極との間に設けられるシールド層とを備え、前記
シールド層が、前記トランジスタと前記画素電極とを接続する第１の中継電極を設けるた
めの切り欠き部を有する電気光学装置の製造方法であって、アルミニウム膜からなる導電
膜と、窒化チタン膜又はチタン膜からなる電蝕防止膜との積層構造を形成する工程と、前
記電蝕防止膜を残して前記第１の中継電極とし、前記電蝕防止膜を除去して前記シールド
層とする工程とを具備し、前記シールド層を、アルミニウム膜からなる単層構造とし、前
記第１の中継電極を、アルミニウム膜からなる導電膜と、窒化チタン膜又はチタン膜から
なる電蝕防止膜との積層構造とすることを特徴とする。
【００３０】
　このような構成によれば、導電膜上に電蝕防止膜を設けた多層構造に形成する。次いで
、導電膜の全領域のうち第１の中継電極と画素電極とを電気的に接続するコンタクト部を
少なくとも含む一部の領域に電蝕防止膜を残し、他の領域から電蝕防止膜を除去する。こ
れにより、画素電極に電蝕が生じることが防止される。また、第１の中継電極の一部を除
く他の領域からは電蝕防止膜が除去されており、電蝕防止膜が除去された部分における発
熱を抑制することができる。

【００３１】
　また、本発明に係る電気光学装置の製造方法は、基板上に、第１の導体層を形成する工
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程と、前記第１の導体層上に層間絶縁膜を形成する工程と、前記第１の導体層と第２の導
体層とをコンタクト部において電気的に接続するために前記層間絶縁膜にコンタクトホー
ルを開孔する工程と、前記コンタクト部において前記第１の導体層と電気的に接続される
第２の導体層を前記層間絶縁膜上に形成する工程とを具備し、前記第１及び第２の導体層
を形成する工程のうちの少なくとも一方の工程は、酸化防止膜と導体膜との多層構造の膜
を形成する工程と、前記第１及び第２の導体層のうちの少なくとも一方の導体層の全領域
のうち前記コンタクト部を少なくとも含む一部の領域に前記酸化防止膜を残し、他の領域
から前記酸化防止膜を除去する工程とを含むことを特徴とする。
【００３２】
　このような構成によれば、第１及び第２の導体層の少なくとも一方は、先ず酸化防止膜
と導体膜との多層構造に形成する。次いで、導体層の全領域のうち第１及び第２の導体層
同士を電気的に接続するコンタクト部を少なくとも含む一部の領域に酸化防止膜を残し、
他の領域から酸化防止膜を除去する。第１の導体層上には層間絶縁膜を形成し、層間絶縁
膜にコンタクトホールを開孔する。次いで、層間絶縁膜上に第２の導体層を形成する。第
１及び第２の導体層同士は、コンタクト部において酸化防止膜を介して相互に接続される
。これにより、第１及び第２の導体層同士の接触抵抗を低減することができる。また、第
１及び第２の導体層の一部を除く他の領域からは酸化防止膜が除去されており、酸化防止
膜が除去された部分における発熱を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。図１は本発明の第
１の実施の形態に係る電気光学装置の断面構造を示す断面図である。本実施の形態はＴＦ
Ｔ基板等の液晶装置に適用したものである。図２は本実施の形態における電気光学装置で
ある液晶装置をその上に形成された各構成要素と共に対向基板側から見た平面図である。
図３は素子基板と対向基板とを貼り合わせて液晶を封入する組立工程終了後の液晶装置を
、図２のＨ－Ｈ’線の位置で切断して示す断面図である。図４は液晶装置の画素領域を構
成する複数の画素における各種素子、配線等の等価回路図である。図５は本実施の形態の
ＴＦＴ基板上に形成する隣接した複数の画素について各層の成膜パターンのうちの一部の
成膜パターンを示す平面図である。図６は図１の液晶装置の製造方法の一部を示すフロー
チャートである。図７は図６の製造方法の一部の工程を断面図によって工程順に示す工程
図である。なお、上記各図においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさ
とするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。
【００３４】
　先ず、図２乃至図４を参照して本実施の形態の電気光学装置である液晶装置の全体構成
について説明する。　
　液晶装置は、図２及び図３に示すように、素子基板であるＴＦＴ基板１０と対向基板２
０との間に液晶５０を封入して構成される。ＴＦＴ基板１０上には画素を構成する画素電
極（ＩＴＯ）９ａ等がマトリクス状に配置される。また、対向基板２０上には全面に対向
電極（ＩＴＯ）２１が設けられる。図４は画素を構成するＴＦＴ基板１０上の素子の等価
回路を示している。
【００３５】
　図４に示すように、画素領域においては、複数本の走査線１１ａと複数本のデータ線６
ａとが交差するように配線され、走査線１１ａとデータ線６ａとで区画された領域に画素
電極９ａがマトリクス状に配置される。そして、走査線１１ａとデータ線６ａの各交差部
分に対応してＴＦＴ３０が設けられ、このＴＦＴ３０に画素電極９ａが接続される。
【００３６】
　ＴＦＴ３０は走査線１１ａのＯＮ信号によってオンとなり、これにより、データ線６ａ
に供給された画像信号が画素電極９ａに供給される。この画素電極９ａと対向基板２０に
設けられた対向電極２１との間の電圧が液晶５０に印加される。また、画素電極９ａと並
列に蓄積容量７０が設けられており、蓄積容量７０によって、画素電極９ａの電圧はソー
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ス電圧が印加された時間よりも例えば３桁も長い時間の保持が可能となる。蓄積容量７０
によって、電圧保持特性が改善され、コントラスト比の高い画像表示が可能となる。
【００３７】
　図１は一つの画素に着目した液晶装置の模式的断面図であり、図５は成膜パターンを示
す平面図である。
【００３８】
　図５において、画素電極９ａは、ＴＦＴ基板１０上に、マトリクス状に複数設けられて
おり（点線部により輪郭が示されている）、画素電極９ａの縦横の境界に各々沿ってデー
タ線６ａ及び走査線１１ａ（図５では図示省略）が設けられている。データ線６ａは、後
述するように、アルミニウム膜等を含む積層構造からなり、走査線１１ａは、例えば導電
性のポリシリコン膜等からなる。また、走査線１１ａは、半導体層１ａのうち図中右上が
りの斜線領域で示したチャネル領域１ａ’に対向するゲート電極３ａに電気的に接続され
ている。すなわち、走査線１１ａとデータ線６ａとの交差する箇所にはそれぞれ、走査線
１１ａに接続されたゲート電極３ａとチャネル領域１ａ’とが対向配置されて画素スイッ
チング用のＴＦＴ３０が構成されている。
【００３９】
　図５のＡ－Ａ’線断面図たる図１に示すように、電気光学装置は、例えば、石英基板、
ガラス基板、シリコン基板からなるＴＦＴ基板１０と、これに対向配置される、例えばガ
ラス基板や石英基板からなる対向基板２０とを備えている。
【００４０】
　ＴＦＴ基板１０の側には、図１に示すように、画素電極９ａが設けられており、その上
側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜１６が設けられている。画素
電極９ａは、例えばＩＴＯ膜等の透明導電性膜からなる。他方、対向基板２０の側には、
その全面に渡って対向電極２１が設けられており、その全面には、ラビング処理等の所定
の配向処理が施された配向膜２２が設けられている。対向電極２１は、上述の画素電極９
ａと同様に、例えばＩＴＯ膜等の透明導電性膜からなり、配向膜１６及び２２は、例えば
、ポリイミド膜等の透明な有機膜からなる。
【００４１】
　このように対向配置されたＴＦＴ基板１０及び対向基板２０間には、シール材５２（図
２及び図３参照）により囲まれた空間に液晶等の電気光学物質が封入され、液晶層５０が
形成される。液晶層５０は、画素電極９ａからの電界が印加されていない状態で配向膜１
６及び２２により所定の配向状態をとる。液晶層５０は、例えば一種又は数種類のネマテ
ィック液晶を混合した電気光学物質からなる。シール材５２は、ＴＦＴ基板１０及び対向
基板２０をそれらの周辺で貼り合わせるための、例えば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂から
なる接着剤であり、両基板間の距離を所定値とするためのグラスファイバー或いはガラス
ビーズ等のスペーサが混入されている。
【００４２】
　一方、ＴＦＴ基板１０上には、画素電極９ａ及び配向膜１６の他、これらを含む各種の
構成が積層構造をなして備えられている。この積層構造は、図１に示すように、下から順
に、走査線１１ａを含む第１層（成膜層）、ゲート電極３ａを含むＴＦＴ３０等を含む第
２層、蓄積容量７０を含む第３層、データ線６ａ等を含む第４層、シールド層４００等を
含む第５層、前記の画素電極９ａ及び配向膜１６等を含む第６層（最上層）からなる。ま
た、第１層及び第２層間には下地絶縁膜１２が、第２層及び第３層間には第１層間絶縁膜
４１が、第３層及び第４層間には第２層間絶縁膜４２が、第４層及び第５層間には第３層
間絶縁膜４３が、第５層及び第６層間には第４層間絶縁膜４４が、それぞれ設けられてお
り、前述の各要素間が短絡することを防止している。また、これら各種の絶縁膜１２、４
１、４２、４３及び４４には、例えば、ＴＦＴ３０の半導体層１ａ中の高濃度ソース領域
１ｄとデータ線６ａとを電気的に接続するコンタクトホール等もまた設けられている。以
下では、これらの各要素について、下から順に説明を行う。
【００４３】
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　第１層には、例えば、Ｔｉ（チタン）、Ｃｒ（クロム）、Ｗ（タングステン）、Ｔａ（
タンタル）、Ｍｏ（モリブデン）等の高融点金属のうちの少なくとも一つを含む、金属単
体、合金、金属シリサイド、ポリシリサイド、これらを積層したもの、或いは導電性ポリ
シリコン等からなる走査線１１ａが設けられている。この走査線１１ａは、平面的にみて
、図５のＸ方向に沿うように、ストライプ状にパターニングされている。より詳しく見る
と、ストライプ状の走査線１１ａは、図５のＸ方向に沿うように延びる本線部と、データ
線６ａ或いはシールド層４００が延在する図５のＹ方向に延びる突出部とを備えている。
なお、隣接する走査線１１ａから延びる突出部は相互に接続されることはなく、したがっ
て、該走査線１１ａは１本１本分断された形となっている。
【００４４】
　これにより、走査線１１ａは、同一行に存在するＴＦＴ３０のＯＮ・ＯＦＦを一斉に制
御する機能を有することになる。また、該走査線１１ａは、画素電極９ａが形成されない
領域を略埋めるように形成されていることから、ＴＦＴ３０に下側から入射しようとする
光を遮る機能をも有している。これにより、ＴＦＴ３０の半導体層１ａにおける光リーク
電流の発生を抑制し、フリッカ等のない高品質な画像表示が可能となる。
【００４５】
　第２層には、ゲート電極３ａを含むＴＦＴ３０が設けられている。ＴＦＴ３０は、図１
に示すように、ＬＤＤ（Lightly Doped Drain）構造を有しており、その構成要素として
は、上述したゲート電極３ａ、例えばポリシリコン膜からなりゲート電極３ａからの電界
によりチャネルが形成される半導体層１ａのチャネル領域１ａ’、ゲート電極３ａと半導
体層１ａとを絶縁するゲート絶縁膜を含む絶縁膜２、半導体層１ａにおける低濃度ソース
領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃ並びに高濃度ソース領域１ｄ及び高濃度ドレイン領
域１ｅを備えている。
【００４６】
　そして、この第２層には、上述のゲート電極３ａと同一膜として中継電極７１９が形成
されている。この中継電極７１９は、平面的に見て、各画素電極９ａの一辺の略中央に位
置するように、島状に形成されている。中継電極７１９とゲート電極３ａとは同一膜とし
て形成されているから、後者が例えば導電性ポリシリコン膜等からなる場合においては、
前者もまた、導電性ポリシリコン膜等からなる。
【００４７】
　なお、上述のＴＦＴ３０は、好ましくは図１に示したようにＬＤＤ構造をもつが、低濃
度ソース領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃに不純物の打ち込みを行わないオフセット
構造をもってよいし、ゲート電極３ａをマスクとして高濃度で不純物を打ち込み、自己整
合的に高濃度ソース領域及び高濃度ドレイン領域を形成するセルフアライン型のＴＦＴで
あってもよい。また、本実施形態では、画素スイッチング用ＴＦＴ３０のゲート電極を、
高濃度ソース領域１ｄ及び高濃度ドレイン領域１ｅ間に１個のみ配置したシングルゲート
構造としたが、これらの間に２個以上のゲート電極を配置してもよい。このようにデュア
ルゲート、あるいはトリプルゲート以上でＴＦＴを構成すれば、チャネルとソース及びド
レイン領域との接合部のリーク電流を防止でき、オフ時の電流を低減することができる。
さらに、ＴＦＴ３０を構成する半導体層１ａは非単結晶層でも単結晶層でも構わない。単
結晶層の形成には、貼り合わせ法等の公知の方法を用いることができる。半導体層１ａを
単結晶層とすることで、特に周辺回路の高性能化を図ることができる。
【００４８】
　以上説明した走査線１１ａの上、かつ、ＴＦＴ３０の下には、例えばシリコン酸化膜等
からなる下地絶縁膜１２が設けられている。下地絶縁膜１２は、走査線１１ａからＴＦＴ
３０を層間絶縁する機能のほか、ＴＦＴ基板１０の全面に形成されることにより、ＴＦＴ
基板１０の表面研磨時における荒れや、洗浄後に残る汚れ等で画素スイッチング用のＴＦ
Ｔ３０の特性変化を防止する機能を有する。
【００４９】
　この下地絶縁膜１２には、平面的にみて半導体層１ａの両脇に、後述するデータ線６ａ
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に沿って延びる半導体層１ａのチャネル長と同じ幅の溝（コンタクトホール）１２ｃｖが
掘られており、この溝１２ｃｖに対応して、その上方に積層されるゲート電極３ａは下側
に凹状に形成された部分を含んでいる。また、この溝１２ｃｖ全体を埋めるようにして、
ゲート電極３ａが形成されていることにより、該ゲート電極３ａには、これと一体的に形
成された側壁部３ｂが延設されるようになっている。これにより、ＴＦＴ３０の半導体層
１ａは、平面的にみて側方から覆われるようになっており、少なくともこの部分からの光
の入射が抑制されるようになっている。
【００５０】
　また、この側壁部３ｂは、前記の溝１２ｃｖを埋めるように形成されているとともに、
その下端が前記の走査線１１ａと接するようにされている。ここで走査線１１ａは上述の
ようにストライプ状に形成されていろことから、ある行に存在するゲート電極３ａ及び走
査線１１ａは、当該行に着目する限り、常に同電位となる。
【００５１】
　なお、走査線１１ａに平行するようにして、ゲート電極３ａを含む別の走査線を形成す
るような構造を採用してもよい。この場合においては、該走査線１１ａと該別の走査線と
は、冗長的な配線構造をとることになる。これにより、例えば、該走査線１１ａの一部に
何らかの欠陥があって、正常な通電が不可能となったような場合においても、当該走査線
１１ａと同一の行に存在する別の走査線が健全である限り、それを介してＴＦＴ３０の動
作制御を依然正常に行うことができることになる。
【００５２】
　第３層には、蓄積容量７０が設けられている。蓄積容量７０は、ＴＦＴ３０の高濃度ド
レイン領域１ｅ及び画素電極９ａに接続された画素電位側容量電極としての下部電極７１
と、固定電位側容量電極としての容量電極３００とが、誘電体膜７５を介して対向配置さ
れることにより形成されている。この蓄積容量７０によれば、画素電極９ａにおける電位
保持特性を顕著に高めることが可能となる。また、蓄積容量７０は、画素電極９ａの形成
領域にほぼ対応する光透過領域には至らないように形成されているため（換言すれば、遮
光領域内に収まるように形成されているため）、電気光学装置全体の画素開口率は比較的
大きく維持され、これにより、より明るい画像を表示することが可能である。
【００５３】
　より詳細には、下部電極７１は、例えば導電性のポリシリコン膜からなり画素電位側容
量電極として機能する。ただし、下部電極７１は、金属又は合金を含む単一層膜又は多層
膜から構成してもよい。また、この下部電極７１は、画素電位側容量電極としての機能の
ほか、画素電極９ａとＴＦＴ３０の高濃度ドレイン領域１ｅとを中継接続する機能をもつ
。この中継接続は、後述するように、前記中継電極７１９を介して行われている。
【００５４】
　容量電極３００は、蓄積容量７０の固定電位側容量電極として機能する。容量電極３０
０を固定電位とするためには、固定電位とされたシールド層４００と電気的接続が図られ
ることによりなされている。
【００５５】
　そして、この容量電極３００は、ＴＦＴ基板１０上において、各画素に対応するように
島状に形成されており、下部電極７１は、当該容量電極３００とほぼ同一形状を有するよ
うに形成されている。これにより、蓄積容量７０は、平面的に無駄な広がりを有さず、即
ち画素開口率を低落させることなく、且つ、当該状況下で最大限の容量値を実現し得るこ
とになる。すなわち、蓄積容量７０は、より小面積で、より大きな容量値をもつ。
【００５６】
　誘電体膜７５は、図１に示すように、例えば膜厚５～２００ｎｍ程度の比較的薄いＨＴ
Ｏ（High Temperature oxide）膜、ＬＴＯ（Low Temperature oxide）膜等の酸化シリコ
ン膜、あるいは窒化シリコン膜等から構成される。蓄積容量７０を増大させる観点からは
、膜の信頼性が十分に得られる限りにおいて、誘電体膜７５は薄いほどよい。そして、こ
の誘電体膜７５は、図１に示すように、下層に酸化シリコン膜７５ａ、上層に窒化シリコ
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ン膜７５ｂからなる２層構造を有する。比較的誘電率の大きい窒化シリコン膜７５ｂが存
在することにより、蓄積容量７０の容量値を増大させることが可能となると共に、酸化シ
リコン膜７５ａが存在することにより、蓄積容量７０の耐圧性を低下せしめることがない
。このように、誘電体膜７５を２層構造とすることにより、相反する２つの作用効果を享
受することが可能となる。
【００５７】
　また、窒化シリコン膜７５ｂが存在することにより、ＴＦＴ３０に対する水の浸入を未
然に防止することが可能となっている。これにより、ＴＦＴ３０におけるスレッショルド
電圧の上昇という事態を招来することがなく、比較的長期の装置運用が可能となる。なお
、本実施の形態では、誘電体膜７５は、２層構造を有するものとなっているが、例えば酸
化シリコン膜、窒化シリコン膜及び酸化シリコン膜等というような３層構造や、あるいは
それ以上の積層構造を有するように構成してもよい。
【００５８】
　以上説明したＴＦＴ３０ないしゲート電極３ａ及び中継電極７１９の上、かつ、蓄積容
量７０の下には、例えば、ＮＳＧ（ノンシリケートガラス）、ＰＳＧ（リンシリケートガ
ラス）、ＢＳＧ（ボロンシリケートガラス）、ＢＰＳＧ（ボロンリンシリケートガラス）
等のシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等、あるいは好ましくはＮＳ
Ｇからなる第１層間絶縁膜４１が形成されている。そして、この第１層間絶縁膜４１には
、ＴＦＴ３０の高濃度ソース領域１ｄと後述するデータ線６ａとを電気的に接続するコン
タクトホール８１が、後述する第２層間絶縁膜４２を貫通しつつ開孔されている。また、
第１層間絶縁膜４１には、ＴＦＴ３０の高濃度ドレイン領域１ｅと蓄積容量７０を構成す
る下部電極７１とを電気的に接続するコンタクトホール８３が開孔されている。
【００５９】
　さらに、この第１層間絶縁膜４１には、蓄積容量７０を構成する画素電位側容量電極と
しての下部電極７１と中継電極７１９とを電気的に接続するためのコンタクトホール８８
１が開孔されている。更に加えて、第１層間絶縁膜４１には、中継電極７１９と後述する
第２中継電極６ａ２とを電気的に接続するコンタクトホール８８２が、後述する第２層間
絶縁膜を貫通しつつ開孔されている。
【００６０】
　図１に示すように、コンタクトホール８８２は、蓄積容量７０以外の領域に形成されて
おり、下部電極７１を一旦下層の中継電極７１９に迂回させてコンタクトホール８８２を
介して上層に引き出していることから、下部電極７１を上層の画素電極９ａに接続する場
合でも、下部電極７１を誘電体膜７５及び容量電極３００よりも広く形成する必要がない
。従って、下部電極７１、誘電体膜７５及び容量電極３００を１エッチング工程で同時に
パターニングすることができる。これにより、下部電極７１、誘電体膜７５及び容量電極
３００の各エッチングレートの制御が容易となり、膜厚等の設計の自由度を増大させるこ
とが可能である。
【００６１】
　また、誘電体膜７５は下部電極７１及び容量電極３００と同一形状に形成され広がりを
有していないことから、ＴＦＴ３０の半導体層１ａに対する水素化処理を行うような場合
において、該処理に用いる水素を、蓄積容量７０周辺の開口部を通じて半導体層１ａにま
で容易に到達させることが可能となるという作用効果を得ることも可能となる。
【００６２】
　なお、第１層間絶縁膜４１に対しては、約１０００°Ｃの焼成を行うことにより、半導
体層１ａやゲート電極３ａを構成するポリシリコン膜に注入したイオンの活性化を図って
もよい。
【００６３】
　第４層には、データ線６ａが設けられている。このデータ線６ａは、ＴＦＴ３０の半導
体層１ａの延在する方向に一致するように、すなわち図５中Ｙ方向に重なるようにストラ
イプ状に形成されている。このデータ線６ａは、図１に示すように、下層より順に、アル
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ミニウムからなる層（図１における符号４１Ａ）、窒化チタンからなる層（図１における
符号４１ＴＮ参照）、窒化シリコン膜からなる層（図１における符号４０１）の三層構造
を有する膜として形成されている。窒化シリコン膜は、その下層のアルミニウム層と窒化
チタン層を覆うように少し大きなサイズにパターンニングされている。このうちデータ線
６ａが、比較的低抵抗な材料たるアルミニウムを含むことにより、ＴＦＴ３０、画素電極
９ａに対する画像信号の供給を滞りなく実現することができる。他方、データ線６ａ上に
水分の浸入をせき止める作用に比較的優れた窒化シリコン膜が形成されることにより、Ｔ
ＦＴ３０の耐湿性向上を図ることができ、その寿命長期化を実現することができる。窒化
シリコン膜は、プラズマ窒化シリコン膜が望ましい。
【００６４】
　また、この第４層には、データ線６ａと同一膜として、シールド層用中継層６ａ１及び
第２中継電極６ａ２が形成されている。これらは、図５に示すように、平面的に見ると、
データ線６ａと連続した平面形状を有するように形成されているのではなく、各者間はパ
ターニング上分断されるように形成されている。すなわち、図５中最左方に位置するデー
タ線６ａに着目すると、その直右方に略四辺形状を有するシールド層用中継層６ａ１、更
にその右方にシールド層用中継層６ａ１よりも若干大きめの面積をもつ略四辺形状を有す
る第２中継電極６ａ２が形成されている。シールド層用中継層６ａ１及び第２中継電極６
ａ２は、データ線６ａと同一工程で、下層より順に、アルミニウムからなる層、窒化チタ
ンからなる層、プラズマ窒化膜からなる層の三層構造を有する膜として形成されている。
そして、プラズマ窒化膜は、その下層のアルミニウム層と窒化チタン層を覆うように少し
大きなサイズにパターンニングされている。窒化チタン層は、シールド層用中継層６ａ１
、第２中継電極６ａ２に対して形成するコンタクトホール８０３，８０４のエッチングの
突き抜け防止のためのバリアメタルとして機能する。また、シールド層用中継層６ａ１及
び第２中継電極６ａ２上に、水分の浸入をせき止める作用に比較的優れたプラズマ窒化膜
が形成されることにより、ＴＦＴ３０の耐湿性向上を図ることができ、その寿命長期化を
実現することができる。尚、プラズマ窒化膜としては、プラズマ窒化シリコン膜が望まし
い。
【００６５】
　蓄積容量７０の上、かつ、データ線６ａの下には、例えばＮＳＧ、ＰＳＧ，ＢＳＧ、Ｂ
ＰＳＧ等のシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等、あるいは好ましく
はＴＥＯＳガスを用いたプラズマＣＶＤ法によって形成された第２層間絶縁膜４２が形成
されている。この第２層間絶縁膜４２には、ＴＦＴ３０の高濃度ソース領域１ｄとデータ
線６ａとを電気的に接続するコンタクトホール８１が開孔されているとともに、前記シー
ルド層用中継層６ａ１と蓄積容量７０の上部電極たる容量電極３００とを電気的に接続す
るコンタクトホール８０１が開孔されている。さらに、第２層間絶縁膜４２には、第２中
継電極６ａ２と中継電極７１９とを電気的に接続するためのコンタクトホール８８２が形
成されている。
【００６６】
　第５層には、シールド層４００が形成されている。このシールド層４００は、平面的に
みると、図５に示すように、図中Ｘ方向及びＹ方向それぞれに延在するように、格子状に
形成されている。該シールド層４００のうち図中Ｙ方向に延在する部分については特に、
データ線６ａを覆うように、且つ、該データ線６ａよりも幅広に形成されている。また、
図中Ｘ方向に延在する部分については、後述の第３中継電極４０２を形成する領域を確保
するために、各画素電極９ａの一辺の中央付近に切り欠き部を有している。
【００６７】
　さらには、図５中、ＸＹ方向それぞれに延在するシールド層４００の交差部分の隅部に
おいては、該隅部を埋めるようにして、略三角形状の部分が設けられている。シールド層
４００に、この略三角形状の部分が設けられていることにより、ＴＦＴ３０の半導体層１
ａに対する光の遮蔽を効果的に行うことができる。すなわち、半導体層１ａに対して、斜
め上から進入しようとする光は、この三角形状の部分で反射又は吸収されることになり半
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導体層１ａには至らないことになる。したがって、光リーク電流の発生を抑制的にし、フ
リッカ等のない高品質な画像を表示することが可能となる。
【００６８】
　このシールド層４００は、画素電極９ａが配置された画像表示領域１０ａからその周囲
に延設され、定電位源と電気的に接続されることで、固定電位とされている。なお、定電
位源としては、後述するデータ線駆動回路１０１に供給される正電源や負電源の定電位源
でもよいし、対向基板２０の対向電極２１に供給される定電位源でも構わない。
【００６９】
　このように、データ線６ａの全体を覆うように形成されているとともに（図５参照）、
固定電位とされたシールド層４００の存在によれば、該データ線６ａ及び画素電極９ａ間
に生じる容量カップリングの影響を排除することが可能となる。すなわち、データ線６ａ
への通電に応じて、画素電極９ａの電位が変動するという事態を未然に回避することが可
能となり、画像上に該データ線６ａに沿った表示ムラ等を発生させる可能性を低減するこ
とができる。シールド層４００は格子状に形成されていることから、走査線１１ａが延在
する部分についても無用な容量カップリングが生じないように、これを抑制することが可
能となっている。
【００７０】
　本実施の形態においては、シールド層４００は、データ線６ａ等とは異なり、アルミニ
ウム膜からなる単層構造で構成される。
【００７１】
　また、第５層には、このようなシールド層４００と同一層として、中継層としての第３
中継電極４０２が形成されている。本実施の形態においては、第３中継電極４０２は、下
層にアルミニウムからなる導電膜４０２ａ、上層に窒化チタンからなる電蝕防止膜４０２
ｂの２層構造を有している。なお、これらシールド層４００及び第３中継電極４０２間は
、平面形状的に連続して形成されているのではなく、両者間はパターニング上分断される
ように形成されている。
【００７２】
　第３中継電極４０２において、下層のアルミニウムからなる導電膜４０２ａは、第２中
継電極６ａ２と接続され、上層の窒化チタンからなる電蝕防止膜４０２ｂは、ＩＴＯ等か
らなる画素電極９ａと接続されるようになっている。即ち、この第３中継電極４０２は、
後述のコンタクトホール８９を介して、第２中継電極６ａ２及び画素電極９ａ間の電気的
接続を中継する機能を有する。
【００７３】
　アルミニウムとＩＴＯとを直接に接続した場合には、両者間において電蝕が生じてしま
い、アルミニウムの断線、あるいはアルミナの形成による絶縁等のため、好ましい電気的
接続が実現されない。これに対し、本実施の形態においては、窒化チタンとＩＴＯとを接
続していることから、コンタクト抵抗が低く良好な接続性が得られる。
【００７４】
　第３中継電極４０２の導電膜４０２ａは、第３層間絶縁膜４３に形成されコンタクトホ
ール８８２及び第４層間絶縁膜４４に形成されたコンタクトホール８９を介して第２中継
電極６ａ２と画素電極９ａとを接続する構成になっていることから、これらのコンタクト
ホールを含む領域に形成される。
【００７５】
　これに対し、本実施の形態においては、第３中継電極４０２の電蝕防止膜４０２ｂは、
画素電極９ａとのコンタクト部であるコンタクトホール８９を囲む一部の領域のみに形成
されるようになっている。
【００７６】
　即ち、本実施の形態においては、第５層に形成されるシールド層４００及び第３中継電
極４０２のうち、コンタクトホール８９周囲の一部の領域にのみアルミニウムからなる導
電膜４０２ａと窒化チタン等の電蝕防止膜４０２ｂとの積層構造が採用されるのみであり
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、他の部分はアルミニウム等の導電膜による単層構造が採用される。
【００７７】
　このように、第３中継電極４０２と画素電極９ａとの電気的接続を良好に実現すること
ができることにより、該画素電極９ａに対する電圧印加、あるいは該画素電極９ａにおけ
る電位保持特性を良好に維持することが可能となる。
【００７８】
　さらには、シールド層４００及び第３中継電極４０２は、光反射性能に比較的優れたア
ルミニウムを含み、且つ、大部分の領域において光吸収率が比較的高い窒化チタンが積層
されていないことから、発熱を生じることなく遮光層として機能し得る。すなわち、これ
らによれば、ＴＦＴ３０の半導体層１ａに対する入射光（図１参照）の進行を、発熱を生
じることなくその上側でさえぎることが可能である。
【００７９】
　なお、上述した容量電極３００及びデータ線６ａについても同様の遮光機能を有する。
これらシールド層４００、第３中継電極４０２、容量電極３００及びデータ線６ａが、Ｔ
ＦＴ基板１０上に構築される積層構造の一部をなしつつ、ＴＦＴ３０に対する上側からの
光入射を遮る上側遮光膜として機能する。
【００８０】
　データ線６ａの上、かつ、シールド層４００の下には、ＮＳＧ、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＢＰ
ＳＧ等のシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等、あるいは好ましくは
、ＴＥＯＳガスを用いたプラズマＣＶＤ法で形成された第３層間絶縁膜４３が形成されて
いる。この第３層間絶縁膜４３には、シールド層４００とシールド層用中継層６ａ１とを
電気的に接続するためのコンタクトホール８０３、及び、第３中継電極４０２と第２中継
電極６ａ２とを電気的に接続するためのコンタクトホール８０４がそれぞれ開孔されてい
る。
【００８１】
　なお、第２層間絶縁膜４２に対しては、第１層間絶縁膜４１に関して上述した焼成を行
わないことにより、容量電極３００の界面付近に生じるストレスの緩和を図るようにして
もよい。
【００８２】
　第６層には、上述したように画素電極９ａがマトリクス状に形成され、該画素電極９ａ
上に配向膜１６が形成されている。そして、この画素電極９ａ下には、ＮＳＧ、ＰＳＧ、
ＢＳＧ、ＢＰＳＧ等のシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等、あるい
は好ましくはＢＰＳＧからなる第４層間絶縁膜４４が形成されている。この第４層間絶縁
膜４４には、画素電極９ａ及び第３中継電極４０２間を電気的に接続するためのコンタク
トホール８９が開孔されている。本実施の形態においては、第３及び第４層間絶縁膜４３
、４４の表面は、ＣＭＰ（Chelica1 MechanlcaI Polishing）処理等により平坦化されて
おり、その下方に存在する各種配線や素子等による段差に起因する液晶層５０の配向不良
を低減する。ただし、このように第３，第４層間絶縁膜４３，４４に平坦化処理を施すの
に代えて、又は加えて、ＴＦＴ基板１０、下地絶縁膜１２、第１層間絶縁膜４１、第２層
間絶縁膜４２及び第３層間絶縁膜４３のうち少なくとも一つに溝を掘って、データ線６ａ
等の配線やＴＦＴ３０等を埋め込むことにより、平坦化処理を行ってもよい。
【００８３】
　また、蓄積容量７０は、下から順に画素電位側容量電極、誘電体膜及び固定電位側容量
電極という３層構造を構成していたが、これとは逆の構造を構成するようにしてもよい。
【００８４】
　各構成要素の立体的－平面的なレイアウトについても、本発明は、上記実施形態のよう
な形態に限定されるものではなく、別の種々の形態が考えられ得る。
【００８５】
（製造プロセス）
　次に、本実施の形態に係る電気光学装置である液晶装置の製造方法を図６及び図７を参
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照して説明する。図６は第５層及び第６層の製造方法を示すフローチャートであり、図７
は第５層及び第６層の製造方法を工程順に示す工程図である。
【００８６】
　まず、石英基板、ガラス、シリコン基板等のＴＦＴ基板１０を用意する。ここで、好ま
しくはＮ（窒素）等の不活性ガス雰囲気で約９００～１３００℃での高温でアニール処理
し、後に実施される高温プロセスでＴＦＴ基板１０に生じる歪が少なくなるように前処理
しておく。
【００８７】
　次に、このように処理されたＴＦＴ基板１０の全面に、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｔａ、Ｍｏ等
の金属や金属シリサイド等の金属合金膜を、スパッタリングにより、１００～５００ｎｍ
程度の膜厚、好ましくは２００ｎｍの膜厚に堆積させる。そして、この金属合金膜をフォ
トリソグラフィ及びエッチングによりパターニングして、平面形状がストライプ状の走査
線１１ａを形成する。
【００８８】
　次に、走査線１１ａ上に、例えば、常圧又は減圧ＣＶＤ法等によりＴＥＯＳ（テトラ・
エチル・オルソ・シリケート）ガス、ＴＥＢ（テトラ・エチル・ボートレート）ガス、Ｔ
ＭＯＰ（テトラ・メチル・オキシ・フォスレート）ガス等を用いて、ＮＳＧ（ノンシリケ
ートガラス）、ＰＳＧ（リンシリケートガラス）、ＢＳＧ（ボロンシリケートガラス）、
ＢＰＳＧ（ボロンリンシリケートガラス）等のシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸
化シリコン膜等からなる下地絶縁膜１２を形成する。この下地絶縁膜１２の膜厚は、例え
ば約５００～２０００ｎｍ程度とする。
【００８９】
　次に、半導体層１ａが形成される。半導体層１ａは、下地絶縁膜１２上に、約４５０～
５５０℃、好ましくは約５００℃の比較的低温環境中で、流量約４００～６００ｃｃ／ｍ
ｉｎのモノシランガス、ジシランガス等を用いた減圧ＣＶＤ（例えば、圧力約２０～４０
ＰａのＣＶＤ）によって形成されるアモルファスシリコン膜によって構成される。次に、
窒素雰囲気中で、約６００～７００℃にて約１～１０時間、好ましくは４～６時間の熱処
理を施すことにより、ｐ－Ｓｉ（ポリシリコン）膜を約５０～２００ｎｍの厚さ、好まし
くは約１００ｎｍの厚さとなるまで固相成長させる。固相成長させる方法としては、ＲＴ
Ａを使ったアニール処理でもよいし、エキシマレーザ等を用いたレーザアニールでもよい
。この際、画素スイッチング用のＴＦＴ３０を、ｎチャネル型とするかｐチャネル型とす
るかに応じて、Ｖ族元素やＩＩＩ族元素のドーパントを僅かにイオン注入等によりドープ
してもよい。そして、フォトリソグラフィ及びエッチングにより、所定パターンを有する
半導体層１ａを形成する。
【００９０】
　次に、ＴＦＴ３０を構成する半導体層１ａを約９００～１３００°Ｃの温度、好ましく
は約１０００℃の温度により熱酸化して下層ゲート絶縁膜を形成し、場合により、これに
続けて減圧ＣＶＤ法等により上層ゲート絶緑膜を形成することにより、１層又は多層の高
温酸化シリコン膜（ＨＴＯ膜）や窒化シリコン膜からなる（ゲート絶縁膜を含む）絶縁膜
２を形成する。この結果、半導体層１ａは、約３０～１５０ｎｍの厚さ、好ましくは約３
５～５０ｎｍの厚さとなり、絶縁膜２の厚さは、約２０～１５０ｎｍの厚さ、好ましくは
約３０～１００ｎｍの厚さとなる。
【００９１】
　次に、画素スイッチング用のＴＦＴ３０のスレッシュホールド電圧Ｖｔｈを制御するた
めに、半導体層１ａのうちｎチャネル領域あるいはｐチャネル領域に、ボロン等のドーパ
ントを予め設定された所定量だけイオン注入等によりドープする。
【００９２】
　次に、下地絶縁膜１２に対して、走査線１１ａに通ずる溝１２ｃｖを形成する。この溝
１２ｃｖは、反応性イオンエッチング、反応性イオンビームエッチング等のドライエッチ
ングにより形成する。
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【００９３】
　次に、減圧ＣＶＤ法等によりポリシリコン膜を堆積し、更にリン（Ｐ）を熱拡散して、
このポリシリコン膜を導電化する。この熱拡散に代えて、Ｐイオンをポリシリコン膜の成
膜と同時に導入したドープドシリコン膜を用いてもよい。このポリシリコン膜の膜厚は、
約１００～５００ｎｍの厚さ、好ましくは約３５０ｎｍ程度である。そして、フォトリソ
グラフィ及びエッチングにより、ＴＦＴ３０のゲート電極部を含めて所定のパターンのゲ
ート電極３ａを形成する。このゲート電極３ａ形成時において、これに延設される側壁部
３ｂもまた同時に形成される。この側壁部３ｂは、前述のポリシリコン膜の堆積が溝１２
ｃｖの内部に対しても行われることで形成される。この際、該溝１２ｃｖの底が走査線１
１ａに接していることにより、側壁部３ｂ及び走査線１１ａは電気的に接続されることに
なる。更に、このゲート電極３ａのパターニング時、これと同時に、中継電極７１９もま
た形成される。
【００９４】
　次に、前記半導体層１ａについて、低濃度ソース領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃ
、並びに、高濃度ソース領域１ｄ及び高濃度ドレイン領域１ｅを形成する。ここでは、Ｔ
ＦＴ３０をＬＤＤ構造をもつｎチャネル型のＴＦＴとする場合を説明すると、具体的にま
ず、低濃度ソース領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃを形成するために、ゲート電極３
ａをマスクとして、Ｐ等のＶ族元素のドーパンを低濃度で（例えば、Ｐイオンを１～３×
１０13ｃｍ2のドーズ量にて）ドープする。これによりゲート電極３ａ下の半導体層１ａ
はチャネル領域１ａ’となる。このときゲート電極３ａがマスクの役割を果たすことによ
って、低濃度ソース領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃは自己整合的に形成されること
になる。次に、高濃度ソース領域１ｄ及び高濃度ドレイン領域１ｅを形成するために、ゲ
ート電極３ａよりも幅の広い平面パターンを有するレジスト層をゲート電極３ａ上に形成
する。その後、Ｐ等のＶ族元素のドーパントを高濃度で（例えば、Ｐイオンを１～３×１
０15／ｃｍ2のドーズ量にて）ドープする。
【００９５】
　なお、このように低濃度と高濃度の２段階に分けて、ドープを行わなくてもよい。例え
ば、低濃度のドープを行わずに、オフセット構造のＴＦＴとしてもよく、ゲート電極３ａ
（ゲート電極）をマスクとして、Ｐイオン・Ｂイオン等を用いたイオン注入技術によりセ
ルフアライン型のＴＦＴとしてもよい。この不純物のドープにより、ゲート電極３ａは更
に低抵抗化される。
【００９６】
　次に、ゲート電極３ａ上に、例えば、ＴＥＯＳガス、ＴＥＢガス、ＴＭＯＰガス等を用
いた常圧又は減圧ＣＶＤ法等により、ＮＳＧ、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＢＰＳＧ等のシリケート
ガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜からなる第１層間絶縁膜４１を形成する。こ
の第１層間絶縁膜４１の膜厚は、例えば約５００～２０００ｎｍ程度とする。ここで好ま
しくは、８００℃程度の高温でアニール処理し、第１層間絶縁膜４１の膜質を向上させて
おく。
【００９７】
　次に、第１層間絶縁膜４１に対する反応性イオンエッチング、反応性イオンビームエッ
チング等のドライエッチングにより、コンタクトホール８３及びコンタクトホール８８１
を開孔する。この際、前者は半導体層１ａの高濃度ドレイン領域１ｅに通ずるように、後
者は中継電極７１９へ通ずるように、それぞれ形成される。
【００９８】
　次に、第１層間絶縁膜４１上に、Ｐｔ等の金属膜やポリシリコン膜を、減圧ＣＶＤやス
パッタリングにより、１００～５００ｎｍ程度の膜厚に成膜して、所定パターンをもつ下
部電極７１を構成する。この場合の金属膜は、コンタクトホール８３及びコンタクトホー
ル８８１の両者が埋められるように行われ、これにより、高濃度ドレイン領域１ｅ及び中
継電極７１９と下部電極７１との電気的接続が図られる。
【００９９】
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　次いで、下部電極７１上に、誘電体膜７５を構成する。この誘電体膜７５は、絶縁膜２
の場合と同様に、一般にＴＦＴゲート絶縁膜を形成するのに用いられる各種の公知技術に
より形成可能である。酸化シリコン膜７５ａは前述の熱酸化、或いはＣＶＤ法等によって
形成され、その後に、窒化シリコン膜７５ｂが減圧ＣＶＤ法等によって形成される。この
誘電体膜７５は、薄くする程、蓄積容量７０は大きくなるので、結局、膜破れなどの欠陥
が生じないことを条件に、膜厚５０ｎｍ以下のごく薄い絶縁膜となるように形成すると有
利である。次に、誘電体膜７５上に、ポリシリコン膜やＡＬ（アルミニウム）等の金属膜
を、減圧ＣＶＤ又はスパッタリングにより、約１００～５００ｎｍ程度の膜厚に成膜して
、容量電極３００を構成する。
【０１００】
　次に、下部電極７１、誘電体膜７５及び容量電極３００を構成する各膜を一挙にパター
ニングして、下部電極７１、誘電体膜７５及び容量電極３００を形成して、蓄積容量７０
を完成させる。
【０１０１】
　次に、例えば、ＴＥＯＳガス等を用いた常圧又は減圧ＣＶＤ法により、好ましくはプラ
ズマＣＶＤ法により、ＮＳＧ、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＢＰＳＧ等のシリケートガラス膜、窒化
シリコン膜や酸化シリコン膜等からなる第２層間絶縁膜４２を形成する。容量電極３００
にアルミニウムを用いた場合には、プラズマＣＶＤで低温成膜する必要がある。この第２
層間絶縁膜４２の膜厚は、例えば約５００～１５００ｎｍ程度とする。次に、ステップＳ
１２において、第２層間絶縁膜４２に対する反応性イオンエッチング、反応性イオンビー
ムエッチング等のドライエッチングにより、コンタクトホール８１、８０１及び８８２を
開孔する。この際、コンタクトホール８１は半導体層１ａの高濃度ソース領域１ｄに通ず
るように、コンタクトホール８０１は容量電極３００へ通ずるように、また、コンタクト
ホール８８２は中継電極７１９に通ずるように、それぞれ形成される。
【０１０２】
　次に、第２層間絶縁膜４２上の全面に、スパッタリング等により、遮光性のアルミニウ
ム等の低抵抗金属や金属シリサイド等を金属膜として、約１００～５００ｎｍ程度の厚さ
、好ましくは約３００ｎｍに堆積する。そして、フォトリソグラフィ及びエッチングによ
り、所定パターンをもつデータ線６ａを形成する。この際、当該パターニング時において
は、シールド層用中継層６ａ１及び第２中継電極６ａ２もまた同時に形成される。シール
ド層用中継層６ａ１は、コンタクトホール８０１を覆うように形成されるとともに、第２
中継電極６ａ２は、コンタクトホール８８２を覆うように形成されることになる。
【０１０３】
　次に、これらの上層の全面にプラズマＣＶＤ法等によって窒化チタンからなる膜を形成
した後、これがデータ線６ａ上にのみ残存するようにパターニング処理を実施する。ただ
し、該窒化チタンからなる層をシールド層用中継層６ａ１及び第２中継電極６ａ２上にも
残存するように形成してよいし、場合によってはＴＦＴ基板１０の全面に関して残存する
ように形成してもよい。また、アルミニウムの成膜時に同時に成膜して、一括してエッチ
ングしても良い。
【０１０４】
　次に、データ線６ａ等の上を覆うように、例えばＴＥＯＳガス等を用いた常圧又は減圧
ＣＶＤ法により、好ましくは低温成膜できるプラズマＣＶＤ法により、ＮＳＧ、ＰＳＧ、
ＢＳＧ、ＢＰＳＧ等のシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等からなる
第３層間絶縁膜４３を形成する。この第３層間絶縁膜４３の膜厚は、例えば約５００～３
５００ｎｍ程度とする。次に、図１に示すように、第３層間絶縁膜４３を例えばＣＭＰを
用いて平坦化する。
【０１０５】
　次に、第３層間絶縁膜４３に対する反応性イオンエッチング、反応性イオンビームエッ
チング等のドライエッチングにより、コンタクトホール８０３及び８０４を開孔する。こ
の際、コンタクトホール８０３は前記のシールド層用中継層６ａ１に通ずるように、また
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、コンタクトホール８０４は第２中継電極６ａ２に通ずるように、それぞれ形成されるこ
とになる。
【０１０６】
　次に、第３層間絶縁膜４３の上には、スパッタリング法、或いはプラズマＣＶＤ法等に
より、シールド層４００及び第３中継電極４０２を形成する。図６はシールド層４００及
び第３中継電極４０２の形成工程を示している。
【０１０７】
　図６のステップＳ1 において、図７の工程（１）に示すように、先ず、第３層間絶縁膜
４３の直上に、例えばアルミニウム等の低抵抗な材料から下層膜４０ａを形成し、次いで
、この下層膜４０ａ上に、例えば窒化チタン等その他後述の画素電極９ａを構成するＩＴ
Ｏと電蝕を生じない材料から上層膜４０ｂを形成する。次に、ステップＳ２において、図
７の工程（２）に示すマスク４０ｃを形成し、このマスク４０ｃを利用して下層膜４０ａ
及び上層膜４０ｂを共にパターニングする。
【０１０８】
　次に、図７の工程（３）に示すように、後述する第４層間絶縁膜４４に形成するコンタ
クトホール８９を含む第３中継電極４０２と画素電極９ａとのコンタクト部にのみマスク
４０ｄを形成する。そして、ステップＳ３において、マスク４０ｄを利用して上層膜４０
ｂを構成する窒化チタン膜を除去する。例えば、アルミニウムに対する選択比が十分に大
きいＣＦ4及びＯ2の混合ガスを用いたドライエッチングによって、窒化チタン膜を除去す
る。また、エッチングガスとして、ＣＨＦ3、ＣＦ4及びＡｒの混合ガスを用いた場合でも
、アルミニウムを残しながら、窒化チタン膜を除去することができる。
【０１０９】
　これにより、シールド層４００については、上層膜４０ｂの全てが除去されて、下層膜
４０ａのみの単層構造のシールド層４００が形成される。一方、第３中継電極４０２につ
いては、コンタクト部のみがアルミニウム等の下層膜４０ａと窒化チタン等の上層膜４０
ｂとの多層構造で構成され、その他の部分は下層膜４０ａのみの単層構造で構成される。
第３中継電極４０２の下層膜４０ａは導電膜４０２ａとなり、上層膜４０ｂは電蝕防止膜
４０２ｂとなる。
【０１１０】
　次に、例えばＴＥＯＳガス等を用いた常圧又は減圧ＣＶＤ法により、ＮＳＧ、ＰＳＧ、
ＢＳＧ、ＢＰＳＧ等のシリケートガラス膜、窒化シリコン膜や酸化シリコン膜等からなる
第４層間絶縁膜４４を形成する（ステップＳ４）。この第４層間絶縁膜４４の膜厚は、例
えば約５００～１５００ｎｍ程度とする。
【０１１１】
　次に、図１に示すように、第４層間絶縁膜４４を例えばＣＭＰを用いて平坦化する。次
に、第４層間絶縁膜４４に対する反応性イオンエッチング、反応性イオンビームエッチン
グ等のドライエッチングにより、コンタクトホール８９を開孔する（ステップＳ５）。こ
の際、コンタクトホール８９は第３中継電極４０２の電蝕防止膜４０２ｂに通ずるように
形成されることになる。
【０１１２】
　次に、第４層間絶縁膜４４上に、スパッタ処理等により、ＩＴＯ膜等の透明導電性膜を
、約５０～２００ｎｍの厚さに堆積する。そして、フォトリソグラフィ及びエッチングに
より、画素電極９ａを形成する（ステップＳ６）。
【０１１３】
　なお、当該電気光学装置を、反射型として用いる場合には、ＡＬ等の反射率の高い不透
明な材料によって画素電極９ａを形成してもよい。次に、画素電極９ａの上に、ポリイミ
ド系の配向膜の塗布液を塗布した後、所定のプレティルト角をもつように、かつ所定方向
でラビング処理を施すこと等により、配向膜１６が形成される。
【０１１４】
　このように、本実施の形態においては、導電膜と画素電極を構成するＩＴＯとの間に窒



(17) JP 4055764 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

化チタンを介挿して接続していることから、ＩＴＯに電蝕が発生することを防止すること
ができる。また、遮光層として機能するシールド層の全領域及び中継電極のコンタクト部
を除く領域は、窒化チタンが除去されて導電膜のみによる単層構造となっていることから
、熱の発生を著しく低減することができる。
【０１１５】
　なお、第１の実施の形態においては、電蝕防止膜として機能する窒化チタン膜をコンタ
クト部のみに残し他の部分では除去する例について説明したが、同一層で形成されるシー
ルド層及び中継電極の一部でも窒化チタン膜を除去すれば、発熱防止効果を期待すること
ができることは明らかである。例えば、シールド層は単層構造とし、中継電極は全領域に
おいて導電膜と電蝕防止膜との多層構造で構成してもよい。
【０１１６】
　図８は本発明の第２の実施の形態に係る電気光学装置の断面構造を示す断面図であり、
図９は第２の実施の形態の電気光学装置である液晶装置の各層の成膜パターンのうちの一
部の成膜パターンを示す平面図である。図８及び図９において夫々図１及び図５と同一の
構成要素には同一符号を付して説明を省略する。なお、図９は１画素の画素電極９ａの一
辺に沿った遮光領域における成膜パターンを示している。
【０１１７】
　本実施の形態は、データ線６ａ、シールド層用中継層６ａ１及び第２中継電極６ａ２に
夫々代えて、データ線６ａ’、シールド層用中継層６ａ１’及び第２中継電極６ａ２’を
採用した点が第１の実施の形態と異なる。
【０１１８】
　本実施の形態においては、データ線６ａ’、シールド層用中継層６ａ１’及び第２中継
電極６ａ２’は、データ線６ａ、シールド層用中継層６ａ１及び第２中継電極６ａ２と同
一の平面形状を有している。データ線６ａ’は、アルミニウム膜等の導電膜によって構成
されている。即ち、データ線６ａ’はデータ線６ａと異なり、窒化チタンからなる層が積
層されていない。
【０１１９】
　一方、データ線６ａ’と同一層で形成されるシールド層用中継層６ａ１’は、下層から
順に、窒化チタン膜６ａ１ａ、アルミニウム膜６ａ１ｂ、窒化チタン膜６ａ１ｃの３層構
造を有する。また、第２中継電極６ａ２’も、データ線６ａ’及びシールド層用中継層６
ａ１’と同一工程で形成されて、下層より順に、窒化チタン膜６ａ１ａ，アルミニウム膜
６ａ１ｂ、窒化チタン膜６ａ１ｃの３層構造を有する。
【０１２０】
　図９に示すように、平面的には、シールド層用中継層６ａ１’の領域内に、コンタクト
ホール８０１、８０３が形成される。この領域では、図８に示すように、シールド用中継
層６ａ１’の最上層の窒化チタン膜６ａ１ｃとシールド層４００とがコンタクトホール８
０３を介して接続される。また、シールド用中継層６ａ１’は、最下層の窒化チタン膜６
ａ１ａと蓄積容量７０とがコンタクトホール８０１を介して接続される。即ち、シールド
層用中継層６ａ１’とその上下の層とのコンタクト部は、酸化防止膜としての窒化チタン
膜が介在しており、接触抵抗を十分に低減することができる。
【０１２１】
　同様に、平面的には、中継電極７１９の領域内に、コンタクトホール８８２が形成され
る。この領域では、図８に示すように、第２中継電極６ａ２’の最下層の窒化チタン膜６
ａ２ａと中継電極７１９とがコンタクトホール８８２を介して接続される。即ち、この場
合においても、第２中継電極６ａ２’とその下層の中継電極７１９とのコンタクト部は、
酸化防止膜としての窒化チタン膜が介在しており、接触抵抗を十分に低減することができ
る。
【０１２２】
　同様に、平面的には、第２中継電極６ａ２’の領域内に、コンタクトホール８０４が形
成される。この領域では、図８に示すように、第２中継電極６ａ２’の最上層の窒化チタ
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ン膜６ａ２ｃと第３中継電極４０２とがコンタクトホール８０４を介して接続される。即
ち、この場合においても、第２中継電極６ａ２’とその上層の第３中継電極４０２とのコ
ンタクト部は、酸化防止膜としての窒化チタン膜が介在しており、接触抵抗を十分に低減
することができる。
【０１２３】
　このように、本実施の形態においては、上下の導体層同士のコンタクト部には、各層の
導体膜相互間に酸化防止膜としての窒化チタン膜を設けており、接触抵抗を十分に低減す
ることが可能である。また、窒化チタン膜は、上下の導体層同士のコンタクト部近傍にの
み設けており、他の部分には窒化チタン膜は形成されていない。従って、導体層を遮光層
として利用する場合でも、熱の発生を著しく低減することができる。
【０１２４】
　また、第２の実施の形態においては、シールド層用中継層６ａ１’及び第２中継電極６
ａ２’の全領域を３層構造としたが、コンタクト部のみを３層構造とし、他の部分を例え
ばアルミニウム膜による単層構造にしてもよいことは明らかである。
【０１２５】
　また、第２の実施の形態においては、シールド層用中継層６ａ１’及び第２中継電極６
ａ２’を３層構造としたが、導電層同士のコンタクト部に酸化防止膜としての窒化チタン
膜を介在させればよく、シールド層用中継層６ａ１’及び第２中継電極６ａ２’を単層構
造とし、これらの層の上層又は下層において、コンタクト部を窒化チタン膜を用いた多層
構造としてもよいことは明らかである。
【０１２６】
　また、本発明の電気光学装置は、パッシブマトリクス型の液晶表示パネルだけでなく、
アクティブマトリクス型の液晶パネル（例えば、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）やＴＦＤ（
薄膜ダイオード）をスイッチング素子として備えた液晶表示パネル）にも同様に適用する
ことが可能である。また、液晶表示パネルだけでなく、エレクトロルミネッセンス装置、
有機エレクトロルミネッセンス装置、プラズマディスプレイ装置、電気泳動ディスプレイ
装置、電子放出を用いた装置（Field Emission Display 及び Surface-Conduction Elect
ron-Emitter Display 等）などの各種の電気光学装置においても本発明を同様に適用する
ことが可能である。
　次に、以上詳細に説明した電気光学装置をライトバルブとして用いた電子機器の一例た
る投射型カラー表示装置の実施形態について、その全体構成、特に光学的な構成について
説明する。ここに、図１０は、投射型カラー表示装置の図式的断面図である。
　図１０において、本実施形態における投射型カラー表示装置の一例たる液晶プロジェク
タ１１００は、駆動回路がＴＦＴアレイ基板上に搭載された液晶装置を含む液晶モジュー
ルを３個用意し、それぞれＲＧＢ用のライトパルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂとし
て用いたプロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ１１００では、メタルハ
ライドランプ等の白色光源のランプユニット１１０２から投射光が発せられると、３枚の
ミラー１１０６及び２枚のダイクロックミラー１１０８によって、ＲＧＢの三原色に対応
する光成分Ｒ、Ｇ及びＢに分けられ、各色に対応するライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及
び１００Ｂにそれぞれ導かれる。この際特に、Ｂ光は、長い光路による光損失を防ぐため
に、入射レンズ１１２２、リレーレンズ１１２３及び出射レンズ１１２４からなるリレー
レンズ系１１２１を介して導かれる。そして、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１０
０Ｂによりそれぞれ変調された三原色に対応する光成分は、ダイクロックプリズム１１１
２により再度合成された後、投射レンズ１１１４を介してスクリーン１１２０にカラー画
像として投射される。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る電気光学装置の断面構造を示す断面図。
【図２】本実施の形態における電気光学装置である液晶装置をその上に形成された各構成
要素と共に対向基板側から見た平面図。
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【図３】素子基板と対向基板とを貼り合わせて液晶を封入する組立工程終了後の液晶装置
を、図２のＨ－Ｈ'線の位置で切断して示す断面図。
【図４】液晶装置の画素領域を構成する複数の画素における各種素子、配線等の等価回路
図。
【図５】本実施の形態のＴＦＴ基板上に形成する隣接した複数の画素について各層の成膜
パターンのうちの一部の成膜パターンを示す平面図。
【図６】図１の液晶装置の製造方法の一部を示すフローチャート。
【図７】図６の製造方法の一部の工程を断面図によって工程順に示す工程図。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る電気光学装置の断面構造を示す断面図。
【図９】第２の実施の形態の電気光学装置である液晶装置の各層の成膜パターンのうちの
一部の成膜パターンを示す平面図。
【図１０】投射型カラー表示装置の図式的断面図。
【符号の説明】
【０１２８】
　９ａ…画素電極、４４…第４層間絶縁膜、８９…コンタクトホール、４００…シールド
層、４０２…第３中継電極。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】



(21) JP 4055764 B2 2008.3.5

【図８】 【図９】

【図１０】



(22) JP 4055764 B2 2008.3.5

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/90    　　　Ａ          　　　　　

(56)参考文献  特開平１１－３１６３８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１５２６２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２２８４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２３６７７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第００／０３９６３４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０９－２６５１１４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３４３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３６８　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

